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(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum geschirmten Wafertest. Die Vorrichtung zum 
geschirmten Wafertest dient der Funktion$testung von Hochfrequenzschaltkreisen Im 

Waferverband mit hoher Anschlulizahl, wobei zum einen der sichere elektrische Kontakt zwischen den Bondinselri'" 
der Chips und dem Tester und zum anderen die verlust- und verzerrungsarme Obertragung von 
Hochfrequenzsignalen ermoglicht wird. Die Vorrichtung besteht aus vier Flatten und einem Mel^adapter. die durch 
ein Formstuck in ihrer Lage gehalten warden, wobei die Flatten mit einer oberen Masseflache, mit Koplanarleitunger 
. und mit Koaxialsteckverbindern, der MeSadapter mit Masseflache und als Koplanarleitungen ausgebildete 
Sondenstreifen, die mit ihren abgewinkelten Spitzen gleichzeitig die Kontaktelemente bilden, versehen und die 
Innenleiter der Koplanaranordnungen verbunden sind. 
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Patentanspriiche: 

r.. Vorrichtung zum geschirmten Wafertest, gekennzelchnet dadurch, dalS ein MeRadapter, bestehend 
aus einem ebenen, einseitig metallisierten rechteckigen Trager (1 ) mit rechteckiger 
Mittenaussparung aus isolierendem Material, wobei die Metallisierung als Masseflache (7) 
ausgebildet ist, auf dessen Unterseite eine Vielzahl von als Koplanarleitung ausgebildeten 
Sondenstreifen (2) mit einer entsprechend der Bondinsell<onfiguration abgewinkelten Antastspitze 
aufgebracht ist und die IVlasseleitungen der Koplanarleitungen mittels Durchkontaktierungen mit 
der iVIassefiache (7) verbunden sind, daB eine AnschluBkonfiguration aus vier beidseitig 
metallisierten Flatten (3) aus isolierendem Material, wobei die obere Metallisierung als 
Masseflache (8), die untere Metallisierung als Koplanarleitungen (4) ausgebildet sind und die 

• auSeren Enden der Innenleiter dieser Koplanarleitungen (4) mit dem Innenleiter von 

Koaxialsteckverbindern (5) und derenGehause mit der Masseflache (8) leitend verbunden sind dal3 
diese vier Flatten (3) und der MeSadapter durch ein pyramidenstumpfformiges Formstiick (6) in 
einer Lage gehalten werden, die eine Kontaktierung der Sondenstreifen (2) mit den 
Koplanarleitungen der AnschluBkonfiguration eriaubt und daS eine Verbindung der 
Masseflache (7) und der Masseflache (8) durch eine Metallisierung der Unterseite des 
Fornnstucks (6) realisiertwird, 

Z. Vorrichtung zum geschirmten Wafertest nach Anspruch 1, gekennzelchnet dadurch, daS das 
FormstQck (6) yorzugsweise aus einem metallischen Werkstoff besteht. 

Kiierzu 2 Seiten Zeichnungen 
Aiiwendungsgebtet der Erfindung 

Die Erfindung betrifft eine MeSvorrichtung zur Testung von Halbleiterchips fur die Anwendung in der Hochfrequenztechnik im 
ffligeJJendet"w^^^^^^ zwischen dem Zyklus 1 und dem ZyWus II bei der Herstellung in der Halbleiterlndustrie 

CKarakterlstik des bekannten Standes der Technik 

Die bekannten technischen Losungen lassen sich in koaxiale und koplanare Nadelkarten, wobei die Antastung auf der Basis von 
Keramitcnadeltragem, metallischen Nadeltragern, angeloteten Nadein Oder nach dem Knickdrahtprinzip erfolgt, sowie in 
alternative Losungen unterscheiden. h wa,»uyvie.i. 

liftlnf r^'*'-!^^-^ 'Vt" Nadeltrager beschrieben. der auf einer Seite eine durchgehende Masseflache und auf 

^sT^jS rch?n.'rH' I /h-^'m n*"^^ u^'°'" Sondennadel, die der Hochfrequenzeinspeisung dient. 

oh!^/. , , I u Masseflache aufgebracht Die Verbindurg zumTesterwird durch direkt kontaktierte Koaxialkabel 

Oder Koax.alsteckverbmder gebildet. Den guten Hochfrequenzeigenschaften stehen bei dieser Losung ein fioher 
Fertigungsaufwand und eine geringe Bondinseldichte gegenOber. 

In derUS PS 4161692 wird ein keramischer_Nadeltrager beschrieben, der lediglich an seiner Unterseite mittels 
Dickschfchttechnik metallisiert ist, urn das Ubersprechen gering zu halten. An diese Metallisierungsschicht wird eine gerade 
Nadel mit abgewmkelter Spitze kontaktiert. Die erreichbare Dichte auf der Nadelkarie ist gering 

In der US PS 4731577 ist eine koaxiale Nadelkarte mit keramischen Nadeltragern beschrieben. wobei die Verbindung zwischen 
den mit einer Mikrostreifenleitung versehenen Nadehragern und dem mit Mikrowellensteckverbindern versehenen 

r^"f Mc Dc^.^^'il'^^^.'''^'''^''^^ ^"^^ senannten Nachteile der keramischen NadeltrSgerauf. 

in derUS PS 4686463 wird erne abgeschirmte Nadelkarte mit direkt kontaktierten Nadein beschrieben, wobei durch 
KoaxialsteckverbinderdiesenkrechteVerbindungzuMikrostreifenleitungenaufeinemunterhalbderTra^ • 
dielektrischen Plattchen hergestellt wird. Am anderen Ende der Mikrostreifenleitung erfolgt das Anbringeh der Nadein, wobei 
der mogliche Federweg der Nadein auf Grund ihrer Kurze extrem klein ist, so dalJ die Hohentoleranz kritisch ist Durch die 
verwendung von ungeschirmten Streifenleitungen ist die Gefahr des Obersprechens groli 
In der US PS 47273319 ist eine der US PS 4686463 ahnliche Losung beschrieben, wobei hierzurVerminderungder 
NacSe7uf '^'^ Koaxialsteckverbinder schrag zu den Streifenleitungen montiert wurden. Estreten auch hier die genannten 

In der D£ OS 2525166 wird eine Kontaktsondeneinrichtung nach dem Knickdrahtprinzip beschrieben, bei der in Nuten einer 
rragerplatte emgebettete Koaxialkabel verwendet werden. Durch das dichte Muster der abisolierten Innenleiter ist iedoch eine 
Kopplung nicht auszuschlieSen. 

In der US PS 4593243 wird eine Nadelkarte beschrieben, bei der die Hochfrequenzsignalleitungen als Koplanarleitungen 
ausgebildet und geometnsch so geformt sind. daU ein definierter Wellenwiderstand erreicht wii-d. Die Nadein sind in 
metallischen Nadelhaltem befestigt, bzw. die Nadelirager werden so gestaltet, daB eine KontaktspiUe ausgeformt ist Die 
erreichbare Dichte der Anordnung ist begrenzt. 
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In der US PS 4764723 w»rd ein alternativer Testkopf vorgestellt, der einen Mehrebenenaufbau mit Polyamid als Isolaiorschicht 
aufwetst, wobei die Koniaktierung der Chips direkt an den koplanaren Strelfenleitungen erfolgen soil. Der Fertigungsaufwand 
einer solchen Losung ist hoch, und hinsichtlich der Kontaktierung sind Probleme nicht zu vermeiden. 
In der DE OS 370571 4 wird ebenfalls eine alternative Losung angeboten, bei der die Testung mit einem hinsichtlich der 
Bondinselkonfiguration spiegelbildiich ausgefuhnen Prufchip erfolgt Der HerstellungsprozeB fur einen solchen Chip entspricht 
dem des'zu prufenden Chips. 



2iel der Erfindung 

Ziel der Erfindung ist ein Testkopf fur die Funktionstestung von Hochfrequenzschaltkreisen Im Waferverband, wobei eine hohe 
AnschluSzahl und -dichte, ein gutes Kontaktverhalten und eine verlust- und verzerrungsarme Signalubertragung bei einem 
geringenFertigungS'und Justageaufwand angestrefatwird. 



Darlegung des Wesens der Erfindung 

Aufgabe der Erfindung ist die Reallsierung eines lyieSkopfes fur die Funktionstestung von Hochfrequenzschaltkreisen im 
Waferverband, der zum einen den sicheren elektrischen Kontakt zwischen den Bondlnsein der Chips und dem Tester und zum 
anderen die verlust- und verzerrungsarme Obertragung von Hochfrequenzsignalen bei der Testung ermoglicht. 
GegenOber den bekannten technischen Losungen wird eine hohe AnschluBzahl und -dichte sowie ein verringerter Aufwand fur 
die Fertigung und die Justage angestrebt, 

ErfindungsgemaBbestehtdie Vorrichtung aus einem MeQadapter mit einem ebenen einseitig metallisierten rechteckigenTrager 
mjt rechteckiger Mittenaussparung aus isolierendem Material, dessen Metallisierung die Masseflache des MeSadapters bildet. 
Auf der Unterseite des Tragers ist eine Vielzahf als Koplanarlertung ausgebildeter Sondenstreifen aufgebracht. Die inneren 
Enden der Sondenstreifen ragen In die rechtecklge Mittenaussparung des TrSgers hinein und sind entsprechend der 
Bondinselkonfiguration der anzutastenden Einheit als Kontaktspitzen nach unten abgewinkelt. Die als Masseleitungen 
dienenden Sondenstreifen sind mittels Durchkontaktierungen mit der Masseflache ver bunden. 

DerJVIeSadapter ist elelctrisch leitend auf der Horizontalflache eines pyramidenstumpfformigen Formstucks, das entweder auf 

seiner Oberflache metailisiert.ist Oder vollig aus Metall besteht, aufgebracht Auf den Seitenflachen des Formstucks ist eine • 
;. AnschluSkpnfiguratio metallisierten Flatten aus isolierendem Material aufgebracht. Die obere Metallisierung 

ist als Masseflac^ ist uber das Formstuck mitder Masseflache.elektrisch verbunden. Die untere Metallisierung 

Jst als Koplanarieitun^^^ aus^ebiidet und innen mit den Sondenstreifen kontaktiert..Mittels Durchkontaktierungen erfolgt eine 
rVerbindung der Mas^^^^^^^ Koplanarleitungen mit der Masseflache. Am aufSeren Ende wird der Innenleiter der 

ieweiligen iCoplanafleituhg mit dem Innenleiter eines Koaxialsteckverbinders kontaktiert, der mit seinem Gehause auf der 
.Ma^^^ . . 

Ausfuhrungsfaeispiele ^-^'^ " • : 

Anhand der Figuren 1 bis 5 w.erden zwe^^ 

Fig. 1 : Ansicht der yorrlchtung von der Waferseite 

Fig.2: Schnittdarstellung der Vorrichtung 

Fig.3; SchnittdarstellungderVerbindungsstelle . 

MeBadapter- AnschluBkonfiguration 
Fig.4: Schnittdarstellung der Verbindung 

Koaxialsteckverbinder- Platte "* 
Fig.5: Ansicht der Verbindungsstelle ■ 

Koaxialsteckverbinder- Platte von der Waferseite. 

1 . Ausgangspunkt ist die Bondinselkonfiguration der zu testenden Einheit als Grundlage fur den Entwurf und der folgenden 
Schablonenfertigung fur die foiolithografische Strukturierung. Die Sondenstreifen 2 werden aus einem einheitlichen Trager, 
emerMetallfolie, fotolithografischstrukturiert und auf einem Trager 1 aus einseitig metallbeschichtetem 
Leiterplattenbaslsmaterial, vorzugsweise Cevausit, das mit entsprechenden Durchkontaktierungen versehen wurde, 
auflaminiert und mechanisch durch Abwinkeln der inneren Enderi bearbeltet, Fiir die Herstellung der Flatten findet ebenfalls 
Cevausit Verwer\dung, entweder beidseitig kaschiert oder unkaschiert. Je nach Ausgangsmateria! erfolgt die Strukturierung 
der Koplanarleitungen 4 und der entsprechenden Durchkontaktierungen mittels Subtraktiv-; Semiadditiv- oder 
volladdiiivtechnik. Der MefSadapter und die Flatten 3 werden so auf einem metallischen Formstuck 6 angeordnet, da(5 die 
bondenstreifen 2 mit den Koplanarleitungen 4 uberlappend kontaktiert werden konnen. Die elektrisch leitende Verbindung 
zw.schen Formstuck 6 und Masseflache 7 und Masseflache 8 wird durch Verkleben mit einem leitfahigen Kieber realisiert. Auf 
aie auJieren Enden der Innenleiter der Koplanarleitungen 4 wird der Innenleiter 9 eines Koaxialsteckverbinders 5 aufgelotet 
vcfbunder^ Koaxialsteckverbinders 5 ist mechanisch und elektrisch durch Loten mit der Masseflache 8 der Platie 3 

nur'hl^!^ P^oL'' "^"^ ^^^^^s'^ ^^'ativ hohen Verlustfaktor aufweist, so daS diese relativ kostengunstige Variante 

nurb.S2uFrequen2envonetwa2GHzanwendbarisi. ' 

Mctonabscheid^^^^^ Strukturen kann hier z. B. mit DCinnschichttechnik oder mit chemisch^reduktiver 

nicht. ^ "HO anschhcfScnder Struk;uricrung gearbeiiet werden. Der prinzipielle Aufbau anden sich jedoch dadurch 
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